ПРОГРАМА КУРСУ

“ФІЗИКА ТА ХІМІЯ ПОВЕРХНІ”

(для груп  ФФ-01 ВФТ) 
1. Вступ. Основні задачі фізики і хімії поверхні. 
2. Особливості електронної структури і електронних властивостей поверхні. Методи розрахунку електронної структури поверхні. Одномірна модель поверхні кристалу. Стани Тамма і Шоклі. Поверхневі електронні стани. Типи поверхневих станів. Моделі поверхневих станів. Поверхневий потенціал і бар’єри. Інверсійний шар на поверхні. Просторовий заряд. Подвійний заряджений шар. Електронні властивості поверхні. Механізми впливу поверхні на електронні властивості. Ефект поля. Квантові ями.

3. Структура поверхні і поверхневі дефекти. Структура ідеальної поверхні. Основні уявлення. Індекси напрямків і площин. Двовимірні елементарні комірки. Типові операції симетрії. Атомна структура ідеальної поверхні. Віцинальні поверхні. Рівняння Гіббса. Реальна поверхня і дефекти поверхневої структури. Релаксація і реконструкція . Дефекти. Модель дефектної поверхні. Динаміка атомів на поверхні. Середньоквадратичне зміщення атомів, анізотропія амплітуди коливань. Температура Дебая. Теплове розширення атомів на поверхні. Особливості  плавлення поверхневого шару. 

4. Поверхні розділу фаз. Потенціальні бар’єри. Атомарно-різкі границі. Епітаксія. Контактна різниця потенціалів. Бар’єри Шоткі, вплив поверхневих станів. Гетеропереходи. Електронні процеси на границях розділу фаз. Перерозподіл заряду, потенціалу і поля. Міжзонні електронні переходи, тунелювання. Інверсійний шар на границі. Дефекти на границях розділу.

5. Методи аналізу поверхні. Методи аналізу поверхні та їх застосування. Класифікація методів аналізу поверхні. Теплова дія, емісія нейтральних атомів.  Зондування: електронами, іонами, фотонами, нейтральними частинками. Вплив: електричного та магнітного поля, поверхневих хвиль. Метод рентгенівської фотоелектронної спектроскопії. Основні принципи методу. Хімічні зсуви. Апаратура. Особливості експерименту. Застосування. Електронна оже-спектроскопія. Фізичні основи. Експериментальні методи. Кількісний аналіз. Практичні застосування. Атомносилова та тунельна мікроскопія. Принципи, на яких основані атомносилова та тунельна мікроскопія. Умови застосування методів. Області практичних застосувань.

6. Поверхневі процеси та явища. Фізична і хімічна адсорбція. Ізотерма адсорбції. Природа адсорбційних сил. Центри адсорбції. Теплота адсорбції. Швидкість адсорбції. Поверхнево-активні речовини. Ефект Ребіндера. Каталіз. Швидкість хімічних реакцій. Гомогенний і гетерогенний каталіз. Емісійні явища. Термоелектронна емісія. Термоелектронні перетворювачі енергії. Холодна емісія Фотоелектрична емісія. Вторинна емісія. Електронна оптика. 
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